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はじめに 

我々は，有機強誘電体であるポリフッ化ビニリデン（PVDF）を用いた各種センサを開発してい

る。これまでに，PVDF 粉末を極性溶媒に溶かした溶液を滴下・乾燥するという簡便な手法によ

り，β 型 PVDF 分子を有するフィルムの作製を可能にする溶液法を開発し，この PVDF 膜を高感

度水素ガスセンサに応用できることを示した[1][2]。また，圧力センサの開発においては，下地の

Au電極表面をチオール修飾することにより，PVDF薄膜中の配向分極制御に起因すると推測され

る出力感度の大きな向上に成功している[3]。我々は将来的に，これらの技術を基盤とした圧力マ

ッピング系の構築を目指している。そこで本研究では，マッピングへの応用を指向した基本デバ

イスとして，下地にチオール修飾 Au 電極を用いた上で，その対向（上部）電極として複数の独

立した Ag 細線を用い，これらを全て PVDF 薄膜中に包埋させた新奇な構造の PVDF 薄膜センサ

の作製を試みた。その結果，センサ上面からの印加位置を制御することにより，個々の Ag 細線

からの出力信号を独立にかつ明確に得ることに成功したので，本発表にて報告する。 

実験方法 

 Fig. 1に作製したセンサの断面模式図を示す。作製方法は，まずプラスチック基板上に下地電極

（Au）を蒸着しチオール修飾を施す。治具を用いて Ag 細線を空中に張り，そこに極性溶媒であ

るヘキサメチルリン酸トリアミド（HMPA）を溶媒とした PVDF 溶液を滴下する。溶液を数時間

かけて乾燥し，純水に浸して余分な溶媒を除去する。測定は下地電極を共通の GND とし，個々の

Ag細線をチャネル 1（Ch.1），チャネル 2（Ch.2）として，サンプル上面から圧力を印加する際に

各チャネルで得られる出力電圧をオシロスコープにて観測した。なお，Ag 線間の距離，Ag 線と

下地電極との距離はともに 100~150 μm程度である。 

実験結果・考察 

 サンプルへの印加位置を制御することにより，

Fig. 2 に示すような，個々のチャネルからの出力信

号を独立にかつ明確に得ることに成功した。なお，

(a)(b)ともに，他方のチャネルでも微弱な応答が検

出されているが，これは Ag線間に発生した電圧に

よるものと推測される。本発表では，異なる印加

方法によって得られた結果についても報告する。 
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(a)Fig. 1. 作製した圧力センサの断面模式図  

(a)Fig. 2. 圧力応答波形（（a）Ch.1のみ， 

 （b）Ch.2のみ，をそれぞれ印加した場合）  

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)9a-PA2-22 

© 2019年 応用物理学会 10-059 12.3


